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【背景】ベータ型酸化ガリウム(β-Ga2O3)は 4.8－4.9 eVのバンドギャップを有する酸化物半導体で

ある。また、融液成長法により大口径かつ高品質な基板が低コストで育成可能であること、Si や

Sn等のドープにより n型導電性が得られることから、次世代高耐圧パワーデバイス材料として期

待されている[1]。我々のグループでは高耐圧パワーデバイス作製のための高純度・低残留キャリ

ア密度のホモエピタキシャル成長技術確立に向け、GaN や AlN で実績のあるハライド気相成長

(HVPE)法に注目している。既往の研究では熱力学解析によりGaClとO2を原料とすることでHVPE

法による酸化ガリウム成長が可能であることを明らかにした[2]。本研究では GaCl-O2系 HVPE法

を用いた酸化ガリウム成長により高純度かつ低残留キャリア密度のホモエピタキシャル成長層が

得られたので報告する[3]。 

【実験方法および結果】大気圧横型石英管内において成長

温度 800~1050℃で Snドープ β-Ga2O3(001)基板上にホモエピ

タキシャル成長を試みた。Fig. 1 は成長温度 1000℃で約 5 

µm/h の成長速度で得られた酸化ガリウムの SIMS 測定によ

る不純物濃度の深さプロファイルである。図の右の矢印は

それぞれの元素のバックグラウンドレベルである。HVPE成

長層中では、不純物である C、H、Snおよび Siは SIMSチ

ャンバー内のバックグラウンド未満、原料由来の Cl は

1×1016 atoms/cm3と低濃度であった。また、C-V測定から残

留キャリア密度(Nd－Na) は 1×1013 cm-3以下と見積もられた。詳細は当日報告する。 
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Fig. 1 SIMS depth profiles of β-Ga2O3 

homoepitaxial layer grown at 1000ºC by HVPE 
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